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Telefunken Transistor TE13006 Datasheet

TE 13006 - TE 13007

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzieile, Lampenansteuerschaliungen

Basondere Merkmale:
#® In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzait
@ Glaspassivierung & Verlustieistumg 100 W
@ Hohe Sperrspannung
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Zubehdr
Ilsoliarschaibe Best Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten TE 13006 TE 13007
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ugeo 300 400 v
Uses 600 T00 W
Emitter-Basis-Sparrspannung Ugno 9 v
Kollektorstrom I A
Kollektorspitzenstrom o 16 A
Basisstrom s 4 A
Basisspitzenstrom [, B A
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Telefunken Transistor TE13006 Datasheet
TE 13006 - TE 13007
Gesamtverlustleistung
Tease = 25°C Pl 100 W
Sparrschichitemperatur T 150 “C
Lagerungstemperaturbareich Tatg =65...+150 °c
‘Warmewiderstand Min. Typ. Max,
Sperrschicht-Gehause Rsnac 1.25 KW
Kenngrofen
Tesse = 25 °C, fallz nicht anders angegeben
Kollektorrestsirom
Upe =600  TE 13008 lces 05 mA
Ugg = TOOW TE 13007 ‘EEE 0.5 il
Tesss = 150°C,
Upe =600V  TE 13008 Ices 1.0 ma
Upz=TOOV  TE 13007 Iees 1.0 A,
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Je = 100 mA, Le = 125 mH, TE 13006 Urpricen 300 v
Fig 1,2 TE 13007 Uggriceo 400 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ig =1 maA Uiemeso 8 W
Kollektor-Emitter-Sattigungsspanmung
le=5Alg=14A Uegast 1.5 L)
lo=8Alg=24A Th— an v
Basis-Emitte r'EﬂﬂlﬂuﬂESSDanf‘lU ng
le=5Alg=14A Uggsar 1.8 W
Kaollektor-Basis-Gleichstromwverhilinis
Ugp =5V, I = 10 mA heg a8
Usg=5V,iz= 1A e ! 10
Upp =5V lc= 4A heg ! 7
Transitfrequenz
Upg = 10V, g = 500 mA,
f= 1 MHz Iy 4 MHz

o
" —TE =002, t, =03 ms
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TE 13006 - TE 13007

Schaltzeiten Min. Typ. Max,

Ohmsche Last Fig. 3
U =125V, Io=5A,
Iy ==lgg =14,

[p. )
Iy =25 ps, 'E =001

Einschaltzeit ton 1.1 HE
Speicherzeit Is 30 ps
Abfallzeit fy or TE]

Induktive Last Fig. 4,5
lp=5Alg=1A,
Uipmm = 300V, Upgan = 5V, Tease = 100°C

Speicherzeil |- 23 ps
Abschaltbelastungszeit te o7 Hs
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Fig. 1 MeBschaltung fur: Uesceo
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TE 13006 - TE 13007
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Fig. 3 MeBschaltung fur: Schaltzeiten mit ohmscher Last
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TE 13006 - TE 13007
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Fig. 4 MeBschaltung fur: Schaltzeiten mit induktiver Last
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Fig. 5 Impulsdiagramm
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